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(54) 효율적 메모리 셀 어레이 관리 방법

요약

본 발명은 효율적인 메모리 셀 어레이 관리를 위한 방법에 관한 것으로서, 특히 새로운 메모리 셀 어레이 관리 방법을

통해 전력소비를 감소시키고 메모리 시스템의 성능을 향상시키는 방법에 관한 것이며, 이를 위해 본 발명은 메모리 

셀 어레이 관리에 있어서 분할구동 방식, 적응 창 제어 방식, 결합 매핑 방식 및 뱅크 강화 방식을 제안하고 있다.

대표도

도 1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 분할 구동(PARTIAL SEGMENT ACTIVATION) 과정을 설명하기 위한 메모리 세

그먼트 배열 예시도.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 적응 윈도우 제어(ADAPTIVE WINDOW CONTROL) 방법을 설명하기 위한 도면.

도 3a 및 도 3b는 본 발명의 실시예에 따른 결합 매핑의 메모리 어드레스 공간에서 활성 윈도우가 차지하는 영역을 

나타내는 예시도.

도 4는 본 발명에 따른 방법들이 다양한 메모리 용량에 대해 적용된 성능 비교 결과 그래프.

발명의 상세한 설명

발명의 목적
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발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 효율적인 메모리 셀 어레이 관리에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 효율적으로 메모리를 액세스하기 위한

메모리 셀 어레이 관리방법에 관한 것이다.

종래에는 디램 메모리 동작에 있어서, 성능의 제약은 수행시간이 가장 긴 메모리 로우 사이클 동작에 기인하며, 랜덤 

로우 사이클의 수행은 메모리 성능을 감소시킨다.이와 같은 이유로 랜덤 로우 사이클의 처리에 필요한 수행 시간을 

최소화하기 위한 방법으로 로우 사이클의 수행 시간 자체를 감소시키려는 노력과, 상대적으로 수행 시간이 짧은 동작

으로 대체하려는 노력이 이루어 졌다. 전자의 경우 로우 사이클 수행시간 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 워드라인 

활성화 시간을 줄이기 위해서 긴 워드라인을 여러 개로 나누고 RC시정수를 최소화하여 구동시간을 단축시킨 서브워

드라인 방식(T.Sugibayashi,et al., "A 30ns 256-Mb DRAM with a Multi divided Array Structure" IEEE Journal 

of Solid State Circuit, pp1092~1098.Nov.,1993 /T Murotani, et al., "Hierarchical Word Line Architecture for 

Large Capacity DRAM" IEICE Trans. Electron., pp550~556,Apr.,1997)으로 대표된다.

후자의 경우 여러 개의 메모리 뱅크를 두고 각 뱅크를 서로 번갈아 수행하는 다중 뱅크방식, 메모리 센스 앰프 주위에

한 페이지 분량의 에스램(SRAM)을 두어 캐쉬 히트가 발생할 경우 로우 사이클을 생략하여 성능 향상을 추구한 이디

램(EDRAM:Enhanced DRAM) 방식, 고속 동작을 수행하는 에스램을 디램에 함께 집적하여 캐쉬 히트 발생시에 로우

사이클을 생략할 수 있도록 한 시디램(CDRAM:Cache DRAM)방식이 개발되어 있다.

그러나 상기와 같은 방식에서 DRAM의 경우 용량이 증가됨에 따라서 동일한 뱅크에 포함되는 셀의 용량이 증가되고,

특히 하나의 워드라인에 의해서 활성화 되는 셀 용량 증가는 불필요한 활성화 페이지의 증대로 전력 소비의 주된 원

인으로 작용한다. 상기와 같은 문제점은 아래의 표 1을 통해 확인할 수 있다. 표 1은 64Mb, 128Mb, 256Mb SDRAM(

×8,4Bank)의 동작 전류(OPERATING CURRENT)를 나타낸 것이다.

[표 1]

×8,4Bank Row Add Bank Add Col Add Operating Current*

64Mb RA0 -RA11 BA0 ,BA1 CA0 -CA8 95mA - 115mA

128Mb RA0 -RA11 BA0 ,BA1 CA0 -CA9 115mA - 150mA

256Mb RA0 -RA12 BA0 ,BA1 CA0 -CA9 115mA - 140mA

상기 표 1에 나타나 있는 바와 같이 로우 어드레스의 증가보다 칼럼 어드레스의 증가에 따른 전류소모의 증가가 더욱

뚜렷함을 알 수 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명의 목적은 랜덤 로우 사이클의 수행과정에서 성능의 감소를 방지하는 효율적 메모리 셀 어레이 관리 

방법을 제공함에 있다.

본 발명의 또 다른 목적은 수행시간이 긴 랜덤 로우 사이클의 발생 빈도 자체를 감소시킴으로서 메모리 시스템 성능

을 향상시킬 수 있는 효율적인 메모리 셀 어레이 관리 방법을 제공함에 있다.

또한, 본 발명의 다른 목적은 불필요한 센스앰프의 활성화를 방지하여 전력소비를 줄여 효율 향상을 가져올 수 있는 

효율적인 메모리 셀 어레이 관리 방법을 제공함에 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 목적을 달성하기 위한 본 발명은 4개의 독립적인 메모리 셀 어레이 관리방법인 분할구동(PARTIAL SEGMENT

ACTIVATION), 적응 창 제어(ADAPTIVE WINDOW CONTROL), 결합 매핑(ASSOCIATIVE MAPPING), 뱅크강화

(ENHANCED BANK INTERLEAVING)를 각각 또는 조합함으로써, 메모리 시스템의 전력소비를 줄이고 성능을 향

상시키는 것을 특징으로 한다. 즉, 본 발명은 메모리 셀 어레이 관리에 있어서 세그먼트 단위의 상위 레벨 운용방식을 

택하고 있다.

이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다. 그리고 본 발명을 설명함에 있어 

본 발명의 요지를 불명료하게 흐릴 수 있는 공지 기능 및 구성에 대한 상세한 설명은 생략하기로 한다.

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 분할 구동(PARTIAL SEGMENT ACTIVATION) 과정을 설명하기 위한 메모리 구

성도로, 도 1에 도시한 바와 같이 세그먼트 단위로 구별된 N+1개의 셀 어레이와, 상기 각 셀 어레이와 각각 연결된 

센스앰프, 상기 셀 어레이를 구성하고 셀에 정보를 입출력하는 워드라인과 비트라인, 로우 어드레스(14)의 제어에 의

해 상기 N+1개의 셀 어레이 전부를 선택하는 메인워드라인, 일정 셀 어레이를 선택하는 서브워드라인, 상기 서브워

드라인의 셀 어레이 선택을 제어하는 로우 어드레스(12)와 컬럼 어드레스(22), 상기 로우 어드레스(12) 및 컬럼 어드

레스(22)와 연결되고 각 셀 어레이에 제어 신호를 공급하는 앤드 게이트로 구성되어 있다.

상술한 구성을 가지는 메모리의 동작을 살펴보면 로우 어드레스(10)의 하위 2비트들(12)을 제외한 상위비트들(14)로
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메인워드라인을 활성화 시키고, 상기 행 어드레스(10)의 하위 2비트들(12)과 컬럼 어드레스(20)의 상위비트들(22)의

조합으로 일부 세그먼트들에 포함되는 서브워드라인만 활성화 시킨다. 즉,상기 구조에서는 로우 어드레스(10)와 컬럼

어드레스(20)를 함께 디코딩하여 필요한 세그먼트들의 서브워드라인만을 활성화 시킴으로써, 컬럼 어드레스에 의한 

선택제어가 이루어진다. 서브워드라인 선택시 주요 결정 요인이 컬럼 어드레스이므로 이는 컬럼 어드레스(20)로 취급

될 수 있다. 이처럼 활성화 페이지를 컬럼 어드레스(20)가 관장할 수 있는 모든 어드레스영역이 아니라 세그먼트들의 

일부만 한정 시키게 됨으로써 한 번에 동작하는 센스앰프의 개수를 감소시켜 저전력 동작을 보장한다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 적응 윈도우 제어(ADAPTIVE WINDOW CONTROL) 방법을 나타내는 예시도로, 도

2에 도시한 바와 같이 세그먼트 단위의 셀 어레이들 중 일부로 윈도우를 구성한다.

그 동작을 보면 현재 활성화된 세그먼트45외에도 전력여유(Power Margin)가 허용하는 범위에서 추가적인 활성화 

세그먼트(44,46,47)를 포함하도록 윈도우40을 설정하고 이를 관리함으로써 다음에 활성화될 세그먼트46이 윈도우5

5 내부에 포함될 수 있는 확률을 증가시킨 것이다. 도 2에서 4개의 세그먼트들(44,45,46,47 또는45,46,47,48)에 포

함된 셀들이 한 페이지를 구성한다고 가정하였다. 그리고 3개의 세그먼트들(44,46,47)은 활성 윈도우40의 페이지 미

스(PAGE MISS)를 줄이기 위해 컬럼 어드레스에 의해 확정된 세그먼트45와 함께 활성화되고 상기 세그먼트 중 하나

인 세그먼트44는 윈도우 이동에 따라 비활성화 된다. 또한 상기 세그먼트48는 윈도우 이동에 따라서 새롭게 활성화 

된 세그먼트이다. 도 2의 a와 b에서, 어드레스가 순차적으로 증가할 때, 현재 활성화된 윈도우40 내부에서 다음 컬럼 

억세스(ACCESS)가 존재하여 다음 메모리 영역을 요구하는 윈도우 히트(WINDOW HIT)가 발생한 경우에도 새로운 

컬럼 어드레스를 중심으로 새로운 윈도우 55를 설정하고 미리 활성화 시킨다면, 이때 새롭게 활성화되는 세그먼트의 

개수는 항상 윈도우 크기보다 작게 되므로 전력소비를 최소화하면서도 윈도우 히트에 대한 동일한 기대치를 유지할 

수가 있다. 특히 기존 활성화 페이지 내부에서 컬럼 어드레스가 순차적으로 증가하거나 감소하면서 발생하는 데이터

의 처리에 있어서는 단순한 히스토리 비트(HISTORY BIT)를 이용한 예측만으로 90%의 히트율을 보이게 된다. 로우 

어드레스는 동일하지만 컬럼 어드레스의 차이로 윈도우 미스가 발생할 경우 현재 활성화된 윈도우40의 프리차지(PR

E-CHARGE)와 앞으로 활성화될 서브 워드라인의 구동을 중첩할 수가 있으므로 프리차지에 필요한 시간을 절약할 수

있다. 그 외에도 분할구동과 함께 사용된 경우 다양한 적응 윈도우 제어 알고리즘을 통하여 서브워드라인을 관리함으

로써 전력소모도 줄이면서 효율적인 메모리의 동작을 유도할 수 있다. 그러므로 상기 분할구동을 적용함에 있어서 단

점으로 지적될 수 있는 활성화 페이지의 감소를 극복할 수 있는 방법으로 적용될 수 있다. 이것은 활성화 페이지의 크

기가 감소할 경우 고속으로 동작할 수 있는 컬럼 어드레스 영역이 감소하기 때문에 발생할 수 있는 성능저하를 막아

준다.

도 3b는 본 발명의 실시예에 따른 결합 매핑 방식의 메모리 어드레스 공간에서 활성 윈도우가 차지하는 영역을 나타

내는 예시도로, 결합 매핑 방식은 상기 언급한 적응 윈도우 제어와 병행하여 사용될 수 있는 서브워드라인 관리방법

이다. 결합매핑을 이용한 히트율 향상방법을 살펴보면 앞서 제안한 히스토리 비트를 통한 예측만으로도 종전의 활성

화 페이지 내부에서 발생하는 연속적인 접근에 대해서는 높은 히트율을 보이기 때문에, 이 부분에 대한 윈도우 크기는

더욱 감소하여도 윈도우 예측을 통한 프리페치(PRE-FETCH)에 의해서 전체 성능에는 큰 영향을 주지 않는다. 따라

서 적응 윈도우 에서 사용된 윈도우의 크기가 1/N로 감소할 경우 동일 페이지위에서 일정한 옵셋을 가진 N개의 윈도

우를 활용할 수 있다. 이와같이 도 3a는 결합매핑을 하지 않은 경우의 활성화 윈도우(65)로 설정된 어드레스 영역을, 

도 3b는 컬럼 어드레스 상위 2비트들을 이용하여 4개의 그룹으로 결합 매핑한 경우의 활성화 윈도우(60,61,62,63)를

메모리 어드레스 스페이스상에 나타낸 예시도이다. 도 3b의 경우, 동일한 페이지 내부의 메모리 어드레스상에서 발생

하는 어드레스 점프 동작에 보다 능동적으로 대처하게 된다.

또한 상기에 기술한 여러가지 효율적 메모리 셀 어레이 관리 방법 중에서, 분할 구동과 적응 윈도우 제어를 병행한 방

법으로, 윈도우에 포함되는 복수개의 세 그먼트를 활성화시킴에 있어서 한 번에 모든 세그먼트를 활성화시키는 과정

에서 발생하는 전력소모를 감소시키기 위하여 비를 분할하여 조금씩 여러번 활성화시키는 분할구동을 적용하면, 순

간적인 전류의 과도한 흐름을 억제시켜 그라운드 또는 파워라인의 변동에 기인한 잡음을 최소화 할 수 있다. 상기 분

할 구동 방식은 윈도우 기반의 세그먼트 구조가 아닌 일반적인 서브워드라인 활성화 단계에서도 적용이 가능한 방법

이다.

그리고,본 발명의 실시예에 따른 효율적 디램 컬럼 운영방법의 하나인 뱅크강화를 설명하면, 뱅크의 개수는 종전과 

같이 유지하면서 분할구동에서 발생하는 성능감소의 원인을 적응 윈도우 제어와 결합매핑을 적용하여 저전력 동작에

중점을 둔 경우와는 반대로, 분할구동에 의해서 감소한 활성화 페이지에서 발생하는 전력마진을 추가적인 뱅크의 증

가로 연결시켜 전력소비는 종전과 동일하도록 유지하면서 뱅크 인터리빙(INTERLEAVING)에 의한 성능향상을 추구

한 구조이다. 이는 종전의 DRAM들이 뱅크 증가에 따라 발생하는 추가적인 과전류로 인한 동작의 오류를 쉽게 극복

할 수 있는 것이다. 또한 뱅크 강화 방법에서는 상기 여러 효율적 메모리 셀 어레이 관리 방법들을 병행하여 더욱 효

율적인 메모리 셀 어레이 관리를 할 수 있다. 상술한 병행 방법의 실시예들을 하기에서 살펴보자.

뱅크 강화 방법의 제 1실시예로, 복수개의 메모리 뱅크를 가지는 메모리 셀 어레이 관리 방법에 있어서, 복수개의 메

모리 뱅크중 임의의 뱅크 내부에서 로우 어드레스중 일부 비트 정보를 제외한 나머지 비트 정보로 메인워드라인을 활

성화 시키고, 상기 로우 어드레스중 제외된 상기 일부 비트 정보와 컬럼 어드레스중 일부 비트 정보의 조합을 디코딩

하여 필요한 세그먼트의 서브워드라인만을 활성화 시 키고, 상기 활성화된 메모리 뱅크 이외의 메모리 뱅크를 선택하

여 그 내부에서 로우 어드레스중 일부 비트 정보를 제외한 나머지 비트 정보로 메인워드라인을 활성화 시키고, 상기 

로우 어드레스중 제외된 상기 일부 비트 정보와 컬럼 어드레스중 일부 비트 정보의 조합을 디코딩하여 필요한 세그먼

트의 서브워드라인만을 활성화시켜 효율적으로 메모리 칼럼을 운용하는 방법이 있다.

뱅크 강화 방법의 제 2실시예로, 복수개의 메모리 뱅크를 가지는 메모리 셀 어레이 관리 방법에 있어서, 복수개의 메

모리 뱅크중 임의의 뱅크 내부에서 로우 어드레스중 일부 비트 정보를 제외한 나머지 비트 정보로 메인워드라인을 활
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성화 시키고, 상기 로우 어드레스중 제외된 상기 일부 비트 정보와 컬럼 어드레스중 일부 비트 정보의 조합을 디코딩

하여 필요한 세그먼트의 서브워드라인만 활성화 시킨다. 상기 활성화된 세그먼트 주변의 인접 세그먼트들을 포함하는

윈도우를 설정하고 설정된 윈도우내에서 다음에 활성화할 세그먼트가 히트하는가를 검사한다. 이 때 활성화할 세그

먼트 히트시 그를 기준으로 주변 인접 세그먼트들을 포함하는 새로운 윈도우를 설정한다. 또한 상기 활성화된 메모리

뱅크 이외의 메모리 뱅크를 선택하여 그 내부에서 상술한 바와 같이 필요한 세그먼트의 서브워드라인만 활성화 시키

고, 상기 활성화된 세그먼트의 인접 세그먼트들을 포함하는 윈도우를 설정하고 상기 윈도우내에서 활성화할 세그먼

트가 히트하는가를 검사 후 히트시 상기 활성화할 세그먼트를 기준으로 인접 세그먼트를 포함하는 새로운 윈도우를 

설정하여 효율적으로 메모리 칼럼을 운용하는 방법이 있다.

뱅크 강화 방법의 제 3실시예로, 복수개의 메모리 뱅크를 가지는 메모리 셀 어레이 관리 방법에 있어서, 복수개의 메

모리 뱅크중 임의의 뱅크 내부에서 소정 개수의 세그먼트들을 활성화시키기 위한 윈도우를 설정하여 활성화시키고 

설정된 윈도우내에서 다음에 활성화할 세그먼트가 히트하는가를 검사하고 활성화할 세그먼트 히트시 그를 기준으로 

주변 인접 세그먼트들을 포함하는 새로운 윈도우를 설정함에 있어서 매핑을 이용하여 윈도우를 설정한다. 또한 상기 

활성화된 메모리 뱅크 이외의 메모리 뱅크를 선택하여 그 내부에서 상술한 바와 같이 윈도우를 설정하여 활성화시키

고 상기 윈도우에서 활성화할 세그먼트가 히트하는가를 검사후 히트시 그를 기준으로 인접 세그먼트들을 포함하는 

새로운 윈도우를 설정함에 있어서 매핑을 이용하여 윈도우를 설정하여 효율적으로 메모리 칼럼을 운용하는 방법이 

있다.

뱅크 강화 방법의 제 4실시예로, 복수개의 메모리 뱅크를 가지는 메모리 셀 어레이 관리 방법에 있어서, 복수개의 메

모리 뱅크중 임의의 뱅크 내부에서 소정 개수의 세그먼트들을 활성화시킴에 있어서 상기 소정 개수보다 작은 개수의 

세그먼트를 하나의 동작 유닛으로 묶어서 여러 개의 유닛을 형성하고 상기 형성된 여러 개의 유닛을 분할 구동 방법

으로 순서적으로 활성화시킨다. 또한 상기 활성화된 메모리 뱅크 이외의 메모리 뱅크를 선택하여 그 내부에서 상술한

바와 같이 소정 개수의 세그먼트들을 활성화시킴에 있어서 상기 소정 개수보다 작은 개수의 세그먼트를 하나의 동작 

유닛으로 묶어서 여러 개의 유닛을 형성하고 상기 형성된 여러 개의 유닛을 분할 구동 방법으로 순서적으로 활성화시

켜 효율적으로 메모리 칼럼을 운용하는 방법이 있다. 도 4는 본 발명에 따른 방법들이 다양한 메모리 용량에 대해 적

용된 성능 비교 결과를 도시한 그래프로써, 도 4에 도시된 바와 같이 본 발명의 성능검증을 위해서 PC 에뮬레이터와 

하드웨어(H/W)구조 시뮬레이터를 이용하여 64MB/128MB/256MB 메모리 용량에 대해서 각각 윈도우 부팅(WINDO

W BOOTING)과정과 엑셀(EXCEL)수행과정에서 발생한 어드레스를 추출하고 이를 에스디램(SDRAM)을 비롯한 분

할구동, 적응 창 제어, 뱅크강화 등의 선택적 조합으로 만들어진 메모리에 적용하였다. 그 결과는 분할구동을 이용하

였을 경우 30% 정도의 전력감소 기대치에 대해서 5%의 성능감소만 가져왔고, 분할구동과 뱅크강화 및 적응 윈도우 

제어를 접목한 구조에서는 2% -7%의 성능향상을 가져왔다. 이는 메모리 용량이 증가할수록 더욱 두드러짐을 알 수 

있다. 그리고 상기 도 4 그래프의 근거가 되는 실험 자료를 표 2에 명시하였다.

[표 2]

구 분
Simulation 조건(×8 구조)

용량 Scheme 64Mb 128Mb 256Mb

A SDRAM 4K, 4Bank 8K, 4Bank 8K, 4Bank

B PSA 2K, 4Bank 2K, 4Bank 2K, 4Bank

C PSA + EBI(50%) 2K, 8Bank 2K, 8Bank

D PSA + EBI(100%) 2K, 8Bank 2K, 16Bank 2K, 16Bank

E PSA + AWC + EBI(50%) 2K, 8Bank 2K, 8Bank

F PSA + AWC + EBI(100%) 2K, 8Bank 2K, 16Bank 2K, 16Bank

발명의 효과

상술한 바와 같이 본 발명은 메모리 셀 어레이 관리 방법으로 분할구동,적응 윈도우 제어, 결합매핑 및 뱅크강화를 통

해 메모리 소자의 저전력 구동이 가능하고 메모리 소자의 성능을 높일 수 있다. 구체적으로는 64MB DRAM이후 고용

량 메모리의 사용으로 전환됨에 있어서 지금까지 사용하던 메모리 코어의 설계방법 외에 저전력화, 고성능화를 따르

는 추세이어서 분할구동(PSA),적응 창 제어(AWC), 뱅크강화(EBI), 결합매핑(ASM) 등의 조합을 이용한 다양화 전략

을 추진하면 이.엠.엘(EML)용 메모리 구조로써 뿐만 아니라 현재 상용화되고 있거나 차세대 DRAM 표준으로 자리잡

으리라 예상되는 디.디.알 디램(DDR DRAM) 이나 알.디램 인터페이스(RDRAM INTERFACE)와 결합하여 저전력화 

및 고성능화를 추구할 수 있는 효과가 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
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셀 어레이가 다수개의 세그먼트로 분할되고, 각 세그먼트에 포함된 워드라인은 해당 서브워드라인 드라이버가 구동

시키는 메모리 셀 어레이에 있어서,

로우 어드레스중 일부 비트 정보를 제외한 나머지 비트 정보로 메인워드라인을 활성화 시키는 제1단계와,

상기 로우 어드레스중 제외된 상기 일부 비트 정보와 컬럼 어드레스중 일부 비트 정보의 조합을 디코딩하여 필요한 

세그먼트의 서브워드라인만 활성화 시키는 제2단계와,

활성화된 서브워드라인에 연결된 센스앰프들을 동작시키는 제3단계로 이루어짐을 특징으로 하는 분할구동 방식을 

이용한 효율적 메모리 셀 어레이 관리 방법.

청구항 2.
셀 어레이가 다수개의 세그먼트로 분할되고, 각 세그먼트에 포함된 워드라인은 해당 서브워드라인 드라이버가 구동

시키는 메모리 셀 어레이 관리 방법에 있어서,

컬럼 억세스에 의해 활성화될 세그먼트와 그 인접 세그먼트들을 미리 정해진 수만큼 포함하는 윈도우를 설정하여 윈

도우 내의 세그먼트들을 함께 활성화하고, 새로운 컬럼 억세스시에는 새로 활성화할 세그먼트와 그 인접 세그먼트들

을 상기 수만큼 포함하도록 윈도우를 이동하여 새 윈도우 내의 세그먼트들을 활성화하는 것을 특징으로 하는 적응 창

제어 방식을 이용한 효율적 메모리 셀 어레이 관리 방법.

청구항 3.
제 2 항에 있어서,

상기 윈도우의 수를 복수로 유지하여 히트율을 높이는 것을 특징으로 하는 결합 매핑 방식을 이용한 효율적 메모리 

셀 어레이 관리 방법.

청구항 4.
제 2 항에 있어서,

윈도우 내의 세그먼트들을 동시에 활성화시킬 때 발생하는 순간적인 전력 소모를 감소시키기 위하여 상기 세그먼트

들을 둘 이상으로 나누어 차례로 활성화시키는 것을 특징으로 하는 분할구동 및 적응 창 제어 병용 방식을 이용한 효

율적 메모리 셀 어레이 관리 방법.

청구항 5.
제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 분할구동 방식, 적응 창 제어 방식, 결합 매핑 방식, 그리고 분할구동 및 적응 창 제어 병용 방식의 사용으로 감

소된 전력 소모량으로 운영될 수 있는 수의 메모리 뱅크를 추가하는 것을 특징으로 하는 뱅크 강화 방식을 이용한 효

율적 메모리 셀 어레이 관리방법.

청구항 6.
삭제

청구항 7.
삭제

청구항 8.
삭제

청구항 9.
삭제

도면

도면1
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도면2

도면3a

도면3b
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도면4
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